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１．概要（Summary） 
 教育用デバイス作製プロセスを実現するためには、フォ

トリソグラフィーの簡素化が鍵となる。本研究では、ピンア

ライメント法を応用し、マスク合わせの必要のないフォトリソ

グラフィー方法である、アライメントレスフォトリソグラフィー

法を提案、フォトマスクを正確に切り出すことで位置決め

精度を改善する改善、標準偏差 σが約 5 µm の精度を実

現でき、その有効性及び応用の可能性を実証した。 
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

  ダイシングマシン（DISCO 社製, DAD3220） 
電子線描画装置（エリオニクス社製，ELS-7500EX） 

・実験方法 

 アライメントレスリソグラフィーとは、XYZθステージを使わ

ず、それぞれのフォトマスク上に製作した回路パタンの位

置と傾きがそれぞれのフォトマスク間で物理的に正確に

同じになるように作製したフォトマスクと、さらにフォトマスク

とシリコン基板の原点の位置をそれぞれ正確に決められ

るよう工夫した治具を使うことにより、機械的にマスクパタ

ンの位置合わせが行えるようにする方法である。この方に

より実際に応用可能なことを確認できたが、位置合わせ誤

差の標準偏差 σが約 20 µm と大きいことが問題であった。

Fig. 1 に提案したプロセスの概要を示す。フォトマスクは

EBでガラス基板上に描画したパタンをもとに作製したもの

をダイシング装置を使って正確に切り出して作製した。こ

のマスクと専用のアライメント治具を使って同一シリコン基

板上でフォトリソグラフィーを 2 回繰り返して行い、それぞ

れのレジストパタンの位置ずれをアライメント誤差と定義し、

その値がどの程度改善されるか調べた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 にアライメント誤差の測定結果を示す。約 50 回

の試行でのアライメント誤差の標準偏差σは約5 µmとなり

誤差を大きく縮小できる事がわかった。教育用デバイスプ

ロセスには設計から評価までをバランスよく考慮する必要

がある。設計ルールが 100 µm程度とすれば、この方法は

プロセスの簡素化に有用な方法であると思われる。 
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Fig. 1 Fabrication process of the glass photo mask 
for the alignment-less lithography process 

 
Fig. 2 A typical frequency distribution of the 
alignment-less lithography about repetitive accuracy 


